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® Die Erfindung betrifft ein Vielschichtbauelement, bei 
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ordnete Vielschichtkondensatoren (C1, C2, C3, C4, C5, C6, 
C7, C8) mit einer gemeinsamen, auf einer Stirnseite (71, 
72) des Grundkorpers (1) herausgefuhrten Massenelek- 
trode (9) verschaltet sind. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisches Velschicht- 
bauelement mit einem Grundkorper enthaltend einen Stapel 
aus iibereinanderliegenden Dielektrikumsschichten mit da- 
zwischcnlicgcndcn Elcktrodcnschichtcn. 
[0002] Aus der Druckschrift DE 196 39 947 Al ist ein 
Vielschichtbauelement der eingangs genannten Art bekannt, 
bei dem der Grundkorper zwei entiang einer Langsrichcung 
verlaufende, gegenuberliegende Seitenflachen und minde- 
stens eine Stirnflache aufweist. Es sind in Langsriehtung des 
Bauelements nebeneinander angeordnete Vielschichtkon- 
densatoren gebildet. Die Vielschichlkondensaloren haben 
eine genieinsanie Gegeneleklrode, die ihrerseils wieder aus 
einem Stapel von ubereinanderliegenden Elektrodenschich- 
ten gebildet sein kann und welche auf der Stirnseite des 
Bauelements aus dem Bauelement herausgeflihrt ist. 
[0003] Das bekannte Bauelement hat den NachteiL, daB es 
eine relativ kleine Integrationsdichte aufweist, das heiBt, 
daB nur sehr wenige Kondensatoren bezogen auf die von 
dem Grundkorper in Anspruch genommene Grundflache in 
dem Bauelement integriert sind. 

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
elektrisches Vielsehichtbaueiement anzugeben, das eine 
hohe Integrationsdichte aufweist. 

[0005] Diese Aufgabe wird gelost durch ein elektrisches 
Vielschichtbauelement nach Patcntanspruch 1 . Vortcilhaftc 
Ausgcstaltungcn sind den abhangigen Anspriichcn zu cnt- 
nehmen. 

[0006] Es wird ein elektrisches Vielschichtbauelement an- 
gegeben mit einem Grundkorper enthaltend einen Stapel aus 
iibereinanderliegenden Dielektrikumsschichten. Zwischen 
Dielektrikumsschichten sind Elektrodenschichten angeord- 
net, welche elektrisch leitfahig sind. Der Grundkorper weist 
zwei enllang einer Langsriehtung verlaufende, gegenuber- 
liegende Seilenlliichen und mindestens eine Slimflache auf. 
[0007] Ferner weist das Bauelement einen ersten Viel- 
schichtkondensator auf, dessen erster AnschluB auf der er- 
sten Scitcnflaehc licgt und dessen zweiter AnschluB auf ei- 
ner Stirnflache liegt. Ferner weist das Bauelement noch ei- 
nen zweiten Vielschichtkondensator auf, dessen erster An- 
schluB auf der zweiten Seitenfiache angeordnet ist und des- 
sen zweiter AnschluB auf einer Stirnflache des Grundkdr- 
pers angeordnet ist. 

[0008] Der zweite AnschluB ist vorzugsweise dem ersten 
AnschluB gegeniiberliegend angeordnet. 
[0009] Das Vielschichtbauelement hat gegeniiber den be- 
kannten Vielschichtbauelementen den Vorteil, daB es eine 
um den Faktor zwei hohere Integrationsdichte aufweist, da 
cntlang cincr Langsriehtung des Bauelements immcr zwei 
einander gegenuberliegende Kondensatoren in das Bauele- 
ment integriert sind. 

[0010] Das Vielschichtbauelement hat ferner den Vorteil, 
daB mit Hilfe der stirnflachenseitig aus dem Grundkorper 
herausgefiihrten Kontakte eine interne Verschaltung mehre- 
rer Vielschichtkondensatoren realisiert werden kann. Da- 
durch reduziert sich der spater auf der mit dem Vielschicht- 
bauelement zu besliickenden Plaline der Verschaltungs- und 
Verdrahtungsaul'wand, was wiederum Plalz auf der Plaline 
einspart. 

[0011] In einer Ausfiihrungsform ist im Grundkorper ein 
erster Stapel von Iibereinanderliegenden Elektrodenschich- 
ten angeordnet, die an einem ersten Kontakt auf einer ersten 
Seitenfiache aus dem Grundkorper herausgeflihrt sind. Die- 
ser erste Stapel bildet zusammen mit einem weiteren Stapel 65 
aus ubereinanderliegenden Elektrodenschichten, die auf ei- 
ner Stirnflache aus dem Grundkorper herausgefuhrt sind, ei- 
nen ersten Vielschichtkondensator. 
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[0012] Es ist ferner im Grundkorper ein zweiter Stapel 
von Ubereinanderliegenden Elektrodenschichten angeord- 
net, die an einem zweiten Kontakt aus dem Grundkorper 
herausgeflihrt sind. Der zweite Kontakt auf der zweiten Sei- 
5 tenfiache des Grundkorpcrs angeordnet. Der zweite Stapel 
bildet zusammen mit einem Stapel von Elektrodenschich- 
ten, die auf einer Stirnflache aus dem Grundkorper heraus- 
geflihrt sind, einen zweiten Vielschichtkondensator. 
[0013] Zur weiteren Erhohung der Integrationsdichte ist 
to es vorteilhaft, wenn weitere Vielschichtkondensatoren ge- 
bildet sind. Diese weiteren Vielschichtkondensator konnen 
vorteilhafterweise entiang der gegeniiberliegenden Seiten- 
flachen angeordnet sein, wobei die Kontakte jewei Is auf ge- 
geniiberliegenden Seilenlliichen liegen. Die zweiten Kon- 
15 takte der weiteren Vielschichtkondensatoren konnen auf ei- 
ner Stirnflache des Grundkorpers liegen. Vorteilhafterweise 
sind die weiteren Vielschichtkondensatoren gebildet aus 
weiteren Stapeln von ubereinanderliegenden Elektroden- 
schichten. Die weiteren Stapel sind dabci neben dem ersten 
20 beziehungsweise neben dem zweiten Stapel von Elektroden- 
schichten angeordnet und die Elektrodenschichten dieser 
Stapel sind wiederum auf gegeniiberliegenden Seitenflachen 
des Grundkorpers aus diesein herausgefuhrt. 
[0014] Desweiteren ist es vorteilhaft, wenn der zweite 

25 Kontakt eines Vielschichtkondensarors von beiden Stirnfla- 
chen her konlakliert werden kann. Dadurch konnen beson- 
dcrc Schaltungsvariantcn realisiert werden, wobei cm Viel- 
schichtkondensator von beiden Scitcn her kontakticrt wer- 
den kann, beispielsweise zur Bildung einer gemeinsamen 

30 Erde mit weiteren Vielschichtkondensatoren. 

[0015] In einer Ausfiihrungsform der Erfindung ist jeder 
im Vielschichtbauelement enthaltene Vielschichtkondensa- 
tor gebildet mittels eines Stapels von Elektrodenschichten, 
die beiderseits auf zwei gegeniiberliegenden Stirnseiten des 
35 Grundkorpers herausgefuhrt sind. 

[0016] Diese Ausliihrungsronn hat. den Vorteil, daB ein 
KondensatoranschluB, der alien Kondensatoren gemeinsam 
ist in Richtung des Grundkorpers durch das Vielschichtbau- 
element durchgefiihrt werden kann, was wiederum den Auf- 
40 wand fur die auBere Beschaltung des Vielschichtbauele- 
ments reduziert. 

[0017] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn zwei Vielschicht- 
kondensatoren Kontakte aufweisen, die auf gegeniiberlie- 
genden Stirnflachen liegen, wodurch beispielsweise eine Er- 
45 dung nebeneinander liegender Kondensatoren mit einer 
Stirnflache und gleichzeitig cine Erdung der auf der gegen- 
iiberliegenden Seite angeordneten Vielschichtkondensato- 
ren mit der gegeniiberliegenden Stirnflache moglich wird. 
[0018] In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung 
50 weist der Grundkorper zwei vcrschicdcnc Stapel von iiber- 
einanderliegenden Elektrodenschichten auf, die auf gegen- 
iiberliegenden Stirnseiten aus dem Grundkorper herausge- 
flihrt sind. Die beiden Stapel sind elektrisch gegeneinander 
isoliert. Mit Hilfe dieser Ausfuhrungsform gelingt es, im 
55 Vielschichtbauelement integrierte Vielschichtkondensato- 
ren zu Gruppen zusammenzufassen, die jeweils iiber einen 
gemeinsamen Kontakt intern miteinander verschaltet sind. 
10019] Beispielsweise konnen diejenigen Vielschichtkon- 
densatoren einen geuieinsanien Konlakt aufweisen, welche 
entiang einer Seitenfiache nebeneinander angeordnet sind. 
Dann enthalten entiang einer Seitenfiache nebeneinander 
angeordnete Vielschichtkondensatoren einen Stapel von 
ubereinanderliegenden Elektrodenschichten, die nur auf ei- 
ner Stirnseite aus dem Grundkorper herausgefuhrt sind. 
[0020] Ebenso konnen auch die entiang der gegeniiberlie- 
genden Seitenfiache nebeneinander angeordneten Viel- 
schichtkondensatoren einen Stapel von iibereinanderliegen- 
den Elektrodenschichten enthalten, die nur auf der gegen- 
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iiberliegenden Stirnflache aus dem Grundkorper berausge- 
fiihrt. sind. 

[0021] Die ent.lang jeweils einer Seitenflache angeordne- 
ten Vielschichtkondensatoren konnen jeweils die gleiche 
Kapazitat aufwciscn. In cincr andcrcn Ausfiihrungsform dcr 
Erfindimg kdnncn die Vielschichtkondensatoren auch untcr- 
schiedliche Kapazitaten aufweisen. Falls einander gegen- 
iiberliegende Kondensatoren die gleiche Kapazitat aufwei- 
sen, ist es moglich, ein symmetrisches Bauelement zu reali- 
sieren. 

[0022] In einer anderen Ausfiihrungsform der Erfindung 
weisen die entlang der ersten Seitenflache angeordneteo 
Vielschichtkondensaloren eine groRere Kapazitiil auf, als 
die entlang der zweilen Seilenllaehe angeordnel en Viel- 
schichtkapazitaten. In einer anderen Ausfiihrungsform der 
Erfindung steigt die Kapazitat von entlang einer Seitenfla- 
che angeordnctcn Kondensatoren in Langsrichtung des 
Grundkorpers monoton an oder sie fallt monoton ab. 
[0023] In einer besonderen Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung enthalten die Dielektrikumsschichten ein Keramikma- 
terial mit Varistoreffekt. In Betracht kommen beispielsweise 
Keramikmaterialien, die ZnO-Bi oder ZnO-Pr enthalten. 
Solche Dielektrikumsschichten haben den Vorteil, daB sie 
neben dent Kondensator noch als weiteres Bauelement ei- 
nen Varistor in das Vielschichthauelement integrieren. 
[0024] In einer anderen Ausfuhrungsform der Erfindung 
konnen die Dielektrikumsschichten cine Kondcnsatorkcra- 
mik auf dcr Basis von Bariumtitanat enthalten. Als Diclck- 
trikumsschicht kommt beispielsweise eine sogenannte 
"COG"-Keramik in Betracht. Ein solches Material ware bei- 
spielsweise eine (Sm, Pa) NdCi03-Keramik. Es kommt aber 
auch eine "X7R"-Keramik in Betracht, beispielsweise do- 
tiertes Bariumtitanat. 

[0025] Der Gcundkorper kann eine Grundfiache aufwei- 
sen, die kleiner als 2,5 mm 2 ist und dabei imndeslens vier 
Vielschichtkondensaloren eulhallen. 
[0026] Es ist auch moglich, den Grundkorper so auszubil- 
den, daB seine Grundfiache eine Flache von maximal 
5,2 mm 2 miBt. Dann cnthiilt das Viclschichtbauclcmcnt min- 
destens acht Vielschichtkondensatoren. 
[0027] Es ist dariiber hinaus auch moglich, die Grundfia- 
che des Grundkorpers so auszubilden, daB sie kleiner als 
8 mm 2 ist. Dann konnen mindestens acht, zehn oder sogar 
zwolf Vielschichtkondensatoren in das Bauelement inte- 
griert werden. 

[0028] Im folgenden wird die Erfindung anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen und den dazugehorigen Figuren naher 
erliiutert. 

[0029] Fig. 1 zeigt einen Langsschnitt durch ein beispiel- 
haftcs clcktrischcs Viclschichtbauclcmcnt in cincr schemati- 
schen, nicht maBstabsgetreuen Darstellung. 
[0030] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt entlang der Linie II- 
II des Bauelement aus Fig. 1. 

[0031] Fig. 3 zeigt ein Ersatzschaltbild fur das Bauele- 
ment aus Fig. 1 . 

[0032] Fig. 4 zeigt ein weiteres beispielhaftes elektrisches 
Vielschichtbauelement in einem schematischen Langs- 
schnitt. 

[0033] Kig. 5 zeigt einen Querschnitt durch das Bauele- 
ment aus Fig. 4 entlang der Linie V-V. 
[0034] Fig. 6 zeigt ein weiteres beispielhaftes elektrisches 
Viclschichtbauclcmcnt in cincm schematischen Langs- 
schnitt, 

[0035] Fig. 7 zeigt einen Querschnitt des Bauelements aus 
Fig. 6 entlang der Linie VII- VII. 

[0036] Fig. 8 zeigt beispielhaft ein weiteres elektrisches 
Vielschichtbauelement in einem schematischen Langs- 
sehnitt. 



[0037] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch das Bauele- 
ment aus Kig. 8 entlang der Linie IX-IX. 
[0038] Fig. 10 zeigt. ein weiteres beispielhaftes elektri- 
sches Vielschichtbauelement in einem schematischen 
5 Langsschnitt. 

T0039] Fig. 1 1 zeigt cincn Querschnitt durch das Bauele- 
ment aus Fig. 10 entlang der Linie XI- XI. 
[0040] Fig. 12 zeigt ein weiteres elektrisches Vielschicht- 
bauelement in einem schematischen Langsschnitt. 
io [0041] Fig. 13 zeigt ein weiteres beispielhaftes elektri- 
sches Vielschichtbauelement in einem schematischen 
Langsschnitt. 

[0042] Kig. 14 zeigt ein Ersatzschaltbild fur ein eleklri- 
sches Vielschichtbauelement geniiiB Kig. 13 Fur den Fall, 
15 daB fiir die Dielekrrikumsschichten eine Varistorkeramik 
verwendet wird. 

[0043] Fig. 1 zeigt den Grundkorper 1 cincs clcktrischcn 
Vielschichtbauelements. Das Bauelement ist dabei langs 
durchgeschnitten und es ist die Draufsicht auf Elektroden- 

20 schichten 4 zu sehen, die teils in einer Ebene liegen (mar- 
kiert nut 51, 52, 53, 54) beziehungsweise teils in einer dar- 
unterliegenden, im wesenflichen parallelen Ebene angeord- 
net sind (markiert mit 50). Die Elektrodenschichten 4 kon- 
nen z. B. aus Ag, Pd, Ft oder auch aus einer Legierung aus 

25 Ag und Pi bzw. aus Ag und Pd hestehen bzw. solche Meralle 
enthalten. Sie konnen aber auch Cu oder Ni enthalten. 
[0044] Es sind Stapcl 50, 51, 52, 53, 54 von iibcrcinandcr- 
licgcndcn Elektrodenschichten 4 in cincr Draufsicht gezcigt. 
Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 51 sind an der ersten 

30 Seitenflache 61 am ersten Kontakt 81 aus dem Grundkorper 
1 herausgefuhrt. Der Grundkorper 1 weist eine Grundfiache 
A auf. Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 52 sind an ei- 
nem Kontakt 82 auf der der Seitenflache 61 gegeniiberlie- 
genden Seitenflache 62 aus dem Grundkorper 1 herausge- 

35 luhrt. Dadurch sind einander gegeniiberliegende Viel- 
schichtkondensaloren CI, C2 realisiert. Die Gegenelekl.ro- 
den der Vielschichtkondensatoren CI, C2 werden dabei ge- 
bildet durch Elektrodenschichten 4, welche als Stapel 50 
iibcrcinandcrliegcn und wclchc zu beiden Seitcn auf jeder 

4() Stimseite 71, 72 aus dem Grundkorper 1 des Bauelemcnls 
herausgefuhrt sind. Die Elektrodenschichten 4 des Stapels 
50 sind dabei nut auf den Stirnflachen 71, 72 angeordneten 
Kontakten 80, 89 clcktrisch kontakticrt. Es sind in Langs- 
richtung neben den Vielschichtkondensatoren CI und C2 

45 noch die Vielschichtkondensatoren C3 beziehungsweise C4 
angeordnet. Die Vielschichtkondensatoren C3 und C4 sind 
ebenso wie die Vielschichtkondensaloren C'l und C2 gcbil- 
det. aus Stapeln 53, 54 von iibereinanderliegenden Elektro- 
denschichten 4, die je weils auf gegeniiberliegenden Seiten- 

50 flachcn 61, 62 aus dem Grundkorper 1 herausgefuhrt sind. 
Im einzelnen sind die Elektrodenschichten 4 des Stapels 53 
mit dem Kontakt 83 auf der ersten Seitenflache 61 des 
Grundkorpers 1 kontaktiert. Die Elektrodenschichten 4 des 
Stapels 54 sind mit dem Kontakt 84 auf der der ersten Sei- 

55 tenflache 61 gegenuberliegenden Seitenflache 62 verbun- 
den. Indent die Elektrodenschichten 4 des Schichtstapels 50 
eine gemeinsame Gegenelektrode fur alle Vielschichtkon- 
densatoren CI, C2, C3, C4 bilden, kann ein Bauelement rea- 
lisiert werden, liir das das in Kig. 3 gezeigle Ersalzschallbild 

60 gilt. Die Vielschichtkondensatoren sind also bereits intern 
miteinander verschaltet. 

[0045] Die Scitcnflachcn 61, 62 vcrlaufcn entlang cincr 
Langsrichtung. Die Langsrichtung ist durch den Pfeil ange- 
geben. 

65 [0046] In Fig. 2 sind die Schichtstapel 50, 51, 52 in einem 
Querschnitt zu sehen. Die Elektrodenschichten 4 sind dabei 
zwischen Dielektrikumsschichten 3 angeordnet. Das erfin- 
dungsgemaBe Vielschichtbauelement kann vorteilhafter- 
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weise hergestelit werden durch Ubereinanderstapeln von ke- 
ramischen Griinfolien und geeigneten Hlektrodenschichten, 
anschlieBendem Verpressen und Sintern des Schichtstapels, 
Durch Gemeinsarasinterung wird sowohl eine hohe mecha- 
nischc Stabilitat als auch gutc clcktrischc Eigcnschaftcn rca- 
lisicrt. Die AuBcnkontaktc 81, 82 konncn bcispiclswcisc 
mittels Silbereinbrennpaste an den AuBenflachen des 
Grundkorpers 1 realisiert werden. Indem die Kontakte 81, 
82 kappenartig iiber die Seitenflachen 61, 62 greifen, kann 
ein SMD-fahiges Bauelement realisiert werden. Aus Fig. 2 
geht aucb hervor, daB die Elektrodenschiehten 4 der 
Schichtstapel 51 und 52 innerhalb des Bauelements elek- 
l.risch voneinander isolierl sind. Daher werden /.wei ver- 
schiedene Vielschichtkondensatoren durch die Schichlslapel 
51, 52 gebildet. 

[0047] Fig. 4 zeigt ein elektrisches Vielschichtbauelement 
cntsprcchcnd Fig. 1, jedoch mit dem Untcrschicd, daB die 
als Gegenelektrode ausgefiihrten Elektrodenschiehten in 
zwei verschiedenen Schichtstapeln 50, 59 angeordnet sind. 
Die Elektrodenschiehten des Schichtstapels 50 sind dabei a) 
auf der ersten Stirnflache mit einem Kontakt 80 aus dem 
Grundkorper herausgefuhrt. Die Elektrodenschiehten des 
zweiten Schichtstapels 59 sind auf der gegenuberliegenden 
Stirnflache mit Hilfe des Kontakts 89 aus dem Grundkorper 
herausgefuhrt. Tn T^ngsrichtung des Bauelements sind die 25 
Elektrodenschiehten der Stapel 50 und 59 innerhalb des 
Bauelements clcktrisch voneinander isolicrt. 
[0048] Indcm die Vielschichtkondensatoren CI, C2, C3, 
C4 mit Hilfe von verschiedenen Stapeln 50, 59 aus Elektro- 
denschiehten gebildet werden, kann eine von Fig. 3 ver- 30 
schiedene Verschaltung der Vielschichtkondensatoren CI, 
C2, C3, C4 realisiert werden, was je nach Anwendungsfall 
zweckmaBig ist, 

[0049] Fig. 5 zeigt den Querschnitt von Fig. 4 in analoger 
Weise zu Fig. 2. Es sind die Stapel 50, 51, 52 von uberein- 35 
anderliegemlen Kleklrcxlenschichlen dargestelll, 
[0050] Fig. 6 zeigt ein Vielschichtbauelement entspre- 
chend Fig. 1 mit dem Unterschied, daB die Elektroden- 
schiehten der Schichtstapel 51, 53 in der Flachc groGcr aus- 
gefuhrt sind, als die analogen Schichtstapel in Fig. 1. Dem- 40 
gegeniiber sind die Elektrodenschiehten der Schichtstapel 
52 und 54 kleiner ausgefuhrt als die entsprechenden Elek- 
trodenschiehten in Fig. 1, Dadurch kann es erreicht werden, 
daB die Vielschichtkondensatoren CI und C3 eine groBere 
Kapazitat aufweisen, als die Vielschichtkondensatoren C2 45 
und C4, was je nach Anwendungsfall fur das Vielschicht- 
bauelement von Vorteil ist. 

[0051] Fig. 7 zeigt den Querschnitt zu Fig. 6, wobei die 
Stapel 50, 51, 52 dargestellt sind. 

[0052] Fig. 8 zeigt ein Vielschichtbauelement cntsprc- 50 
chend Fig. 4 mit dem Unterschied, daB die mit dem gemein- 
samen Schichtstapel 50 gebildeten Vielschichtkondensato- 
ren CI, C3 nicht einander gegenuberliegend sondern ent- 
lang einer ersten Seitenflache 61 nebeneinander angeordnet 
sind. Dementsprechend sind die mit dem Schichtstapel 59 55 
gebildeten Vielschichtkondensatoren C2 und C4 entlang der 
zweiten Seitenflache 62 nebeneinander angeordnet. Dies 
wird realisiert, indem entsprechend gestallele Vielschichl- 
elekl.roden einen Slapel 50 bilden, wobei die Hlektroden- 
schichten an der ersten Stirnflache 71 aus dem Grundkorper 60 
1 herausgefuhrt sind. In analoger Weise sind Elektroden- 
schiehten, die einen Stapel 59 von Elektrodenschiehten bil- 
den, auf der gegenuberliegenden Stirnflache 72 aus dem 
Grundkorper 1 herausgefuhrt. Die Elektrodenschiehten der 
Stapel 50 und 59 sind innerhalb des Vielschichtbauelements 65 
allseitig gegeneinander isoliert. Dies geht auch hervor aus 
Fig. 9, welche einen entsprechenden Querschnitt zeigt, und 
wo zu erkennen ist, daB die Elektrodenschiehten der Stapel 
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50 und 59 voneinander isoliert sind, das heiBt, daB die Elek- 
trodenschiehten in der Mine des Bauelements unterhrochen 
sind. 

[0053] Fig. 10 zeigt ein Vielschichtbauelement entspre- 
5 chend Fig. 8, mit dem Untcrschicd, daB die Elektroden- 
schiehten der Stapel 51 und 53 groBcr ausgefuhrt sind, als 
die entsprechenden Elektrodenschiehten in Fig. 8. Weiterhin 
sind die Elektrodenschiehten der Stapel 52 und 54 kleiner 
ausgefuhrt als die entsprechenden Elektrodenschiehten in 
to Fig. 8. Dadurch wird es erreicht, ein Vielschichtbauelement 
zu realisieren, bei dem die Kapazitaten der Vielschichtkon- 
densatoren CI und C3 groBer sind als die Kapazitaten der 
Vielschichtkondensatoren C2 und C4. 
[0054] Fig. 1 1 zeigt entsprechend Fig. 9 wieder den daz.u- 

15 gehorigen Querschnitt. 
[0055] Fig. 12 zeigt ein weiteres Vielschichtbauelement, 
das cntsprcchcnd Fig. 1 ausgefuhrt ist, jedoch mit dem Un- 
terschied, daB nicht vier Vielschichtkondensatoren sondern 
acht Vielschichtkondensatoren CI , C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
C8 innerhalb des Bauelements angeordnet sind. Die Viel- 
schichtkondensatoren CI bis C8 sind mit entsprechenden 
Kontakten 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 an den AuBenfla- 
chen des Grundkorpers verbunden. Die Kondensatoren CI 
bis C8 sind gebildet mit Hilfe eines Stapels 50 von iiberein- 
anderltegenden Elektrodenschiehten, die alien Vielschicht- 
kondensatoren CI bis C8 gemeinsam sind. Die Elektroden- 
schiehten des Stapels 50 sind auf beiden einander gegen- 
uberliegenden Stimscitcn des Grundkorpers 1 mit Kontak- 
ten 80, 89 aus diesem herausgefuhrt. 
[0056] Fig. 13 zeigt ein Vielschichtbauelement entspre- 
chend Fig. 12 mit dem Unterschied, daB die Kapazitat der 
Vielschichtkondensatoren C7, C5, C3, CI in dieser Reihen- 
folge stetig abnimmt. Entsprechend nimmt die Kapazitat der 
Vielschichtkondensatoren C8, CC, C4, C2 in Langsrichtung 
des Bauelements zu. 

[0057J Fig. 14 zeigt ein Krsatzschallbild I'iir ein Viel- 
schichtbauelement nach Fig. 12 fur den Fall, daB fur die Di- 
elektrikumsschichten eine Varistorkeramik verwendet wird. 
Dann cntstcht gcmiiB Fig. 14 cin Bauelement mit Varistorcn 
VI, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, welche durch eine ge- 
meinsarae Mittelelektrode 9 miteinander verschaltet sind. 
[0058] Durch Verwenden eines geeigneten Keramikmate- 
rials fur die Dielektrikumsschichten wird aus dem Viel- 
schichtkondensator ein Vielschichtvaristor. Ebenso konnen 
durch Auswahl geeigneter Keraniikmaterialien fur die Di- 
elektrikumsschichten noch weitere Vielschichtbauelemente 
realisiert. werden, so daB die vorliegende Hrfindung nicht. be- 
schrankt ist. auf Vielschichtkondensatoren im strengen 
Sinne, sondern lediglich darauf, daB ein keramisches Viel- 
schichtbauelement nach der Bauwcisc der Vielschichtkon- 
densatoren, das heiBt also durch kammartig ineinandergrei- 
fende flachenartige Elektrodenstrukturen gebildet ist. 

Bezugszeichenliste 

1 Grundkorper 

2 Stapel 

3 Dieleklrikumsschicht 

4 Kleklrcxlenschichl 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 Stapel 
61, 62 Seitenflache 
71, 72 Stirnflache 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Kontakt 
CI, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 Vielschichtkondensator 
VI, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 Vielschichtvaristor 
A Grundflache 
9 Mittelelektrode 
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Patentanspriiche 

1 . Vielschichtbauelement 

- mit einem Grundkorper (1) enthaltend eineD 
Stapcl (2) aus ubereinanderliegenden Diclcklri- 5 
kumsschichtcn (3) mit dazwischcnlicgcndca 
Elektrodenschichten (4), 

- bei dem der Grundkorper (1) entlang einer 
Langsrichtung verlaufende, gegeniiberliegende 
Seitenflachen (61, 62) und mindestens eine Stim- io 
flache (71, 72) aufweist, 

- mit einem ersten Vielschichtkondetisator (CI), 
(lessen erster Konlakt (SI) auf der erslen Seilen- 
Iliiche (61) angeordnet isl. und dessen /wetter 
Kontakt (80) auf einer StirnflSche (71) angeordnet 15 
ist, 

- und mit cincm zwcitcn Viclschichtkondcnsator 
(C2), dessen erster Kontakt (82) auf der zweiten 
Seitenflache (62) angeordnet ist und dessen zwei- 
ter Kontakt (80) auf einer Stirnflache (71) ange- 20 
ordnet ist. 

2. Vielschichtbauelement nach Anspruch 1, bei dem 
weitere Vielschichtkondensatoren (C3, C4) entlang der 
Seitenflachen (61, 62) angeordnet sind, deren erste 
Kontakte (83, 84) auf gegeniiberliegenden Seitenfla- 25 
chen (61, 62) liegen und deren zweite Kontakte (80, 
89) auf einer Stirnflache (71, 72) licgcn. 

3. Vielschichtbauelement nach cincrn der Anspriichc 1 
bis 2, bei dem der zweite Kontakt eines Vielschicht- 
kondensators (01, C2, C3, C4) von beiden Stirnflachen 30 
(71, 72) her kontaktiert werden kann. 

4. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 1 
bis 2, bei dem zwei Vielschichtkondensatoren (CI, C2) 
zweite Kontakte (81, 89) aufweisen, die auf gegeniiber- 
liegenden Stirnilachen (71, 72) angeordnet sind. 35 

5. Vielschichtbauelemen! nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, 

- bei dem ein erster Vielschichtkondensator (CI) 
gcbildct ist aus cincm crstcn Stapcl (51) von Ubcr- 
einanderliegenden Elektrodenschichten (4), die an 40 
einem ersten Kontakt (81) auf einer ersten Seiten- 
flache (61) aus dem Grundkorper (1) herausge- 
fuhrt sind, 

- und aus einem Stapel (50) von iibereinanderlie- 
genden Elektrodenschichten (4), die auf einer 45 
Stirnflacbe (71) aus dem Grundkorper (1) heraus- 
gefuhrt sind, 

und bei dem ein zweiter Vielschichtkondensa- 
tor (C2) gebildet ist aus einem zweiten Stapel (52) 
von iibercinandcrlicgcndcn Elektrodenschichten 50 
(4), die an einem zweiten Kontakt (82) aus dem 
Grundkorper (1) herausgefuhrt sind, der auf der 
zweiten Seitenflache (62) angeordnet ist, 

- und aus einem Stapel (50) von iibereinanderlie- 
genden Elektrodenschichten (4), die auf einer 55 
Stirnflache (71) aus dem Grundkorper (1) heraus- 
gefuhrt sind. 

6. Vielschichtbauelemenl nach Anspruch 4, bei dem 
weitere Vielschichtkondensatoren (C3, C4) gebildet 
sind aus weiteren, neben dem ersten und dem zweiten 60 
Stapel (51, 52) von Elektrodenschichten (4) angeord- 
nctcn Stapcln (53, 54) von Elektrodenschichten (4), die 
auf gegeniiberliegenden Seitenflachen (61, 62) aus dem 
Grundkorper (1) herausgefuhrt sind. 

7. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 4 65 
bis 6, bei dem ein Vielschichtkondensator (CI, C2, C3, 
C4) gebildet ist mittek eines Stapels (50) von iiberein- 
anderliegenden Elektrodenschichten (4), die beider- 
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seits auf zwei gegeniiberliegenden Stirnseiten (61, 62) 
aus dem Grundk5rper (1) herausgefuhrt sind. 

8. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 4 
bis 6, mit zwei Stapeln (50, 59) von ubereinanderlie- 
genden Elektrodenschichten (4), die auf gcgcnubcrlic- 
genden Stirnseiten (71, 72) aus dem Grundkorper (1) 
herausgefuhrt sind. 

9. Vielschichtbauelement nach Anspruch 8, bei dem 
entlang einer Seitenflache (61) nebeneinander angeord- 
nete Vielschichtkondensatoren (CI, C3) einen Stapel 
(50) von ubereinanderliegenden Elektrodenschichten 
(4) enthalten, die nur auf einer Stirnseite (71) aus dem 
Grundkorper (1) herausgefuhrt sind. 

10. VielschichlbaueleTiienl nach Anspruch 9, bei dem 
entlang der gegeniiberliegenden Seitenflachen (62) ne- 
beneinander angeordnete Vielschichtkondensatoren 
(C2, C4) gebildet sind, enthaltend einen Stapcl (59) 
von ubereinanderliegenden Elektrodenschichten (4), 
die nur auf der gegeniiberliegenden Stirnflache (72) aus 
dem Grundkorper (1) herausgefuhrt sind. 

11. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 
5 bis 9, bei dem die entlang jeweils einer Seitenflache 
(61, 62) angeordneten Vielschichtkondensatoren (CI, 
C3; C2, C4) die gleiche Kapazitat aufweisen. 

12. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 
5 bis 1 1 , bei dem die entlang der ersten Seitenflache 
(61) angeordneten Kondcnsatorcn (CI, C3) cine gro- 
Bcrc Kapazitat aufweisen als die entlang der zwcitcn 
Seitenflache (62) angeordneten Kondensatoren (C2, 
C4). 

13. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriichc 
5 bis 10, bei dem die Kapazitat von entlang einer Sei- 
tenflache (61) angeordneten Vielschichtkondensatoren 
(CI, C3, C5, C7) in Langsrichtung des Grundkdrpers 
(1) monoion steigl oder lallt. 

14. Vielschichtbauelemenl nach einem der Anspriiche 
1 bis 13, bei dem die Dielektrikumsschichten (3) ein 
Keramikmaterial mit Varistoreffekt enthalten. 

15. Vielschichtbauelement nach Anspruch 14, bei dem 
die Dielektrikumsschichten (3) ZnO-Bi oder ZnO-Pr 
enthalten. 

16. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 
1 bis 13, bei dem die Dielektrikumsschichten (3) eine 
Kondensatorkeramik auf der Basis von Bariumtitanat 
enthalten. 

17. Vielschichtbauelement nach einem der Anspriiche 
1 bis 16, bei dem der Grundkorper (1) eine Grundflache 
(A) aufweist, die kleiner ist als 2,5 mm 2 und der minde- 
stens vier Vielschichtkondensatoren enthalt. 

18. Vielschichtbauelement nach cincm der Anspriichc 
1 bis 16, bei dem der Grundkorper (1) eine Grundflache 
(A) aufweist, die kleiner als 5,2 mm 2 ist und der minde- 
stens acht Vielschichtkondensatoren enthalt. 

19. Vielschichtbauelement nach einem der Anspruche 
1 bis 16, bei dem der Grundkorper (1) eine Grundflache 
(A) aufweist, die kleiner als 8 mm 2 ist und der minde- 
stens acht, zehn oder zwolf Vielschichtkondensatoren 
enthalt. 

20. Vielschichtbauelemenl. nach einem der Anspruche 
1 bis 19, bei dem die Elektrodenschichten (4) Ag, Pd, 
Pt, Cu, Ni oder eine Legierung aus Ag und Pd oder aus 
Ag und Pt enthalten. 
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